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Fisica de Semiconductores

Concentracion de portadores, movilidad y conductividad
Corriente de difusion

Relaciones de Boltzmann y diferencia de potencial



A una barra de Si con un dopaje N, = 3 x 10** cm™ de largo L = 10 pm a

temperatura ambiente, se le genera un exceso de portadores minoritarios
segun|Af(x) = 10" cm™ exp(-x/ 0.5 pm=)rresultando en un perfil de
portadores f(x) = f, + Af(x). Calcular (@ densidad de corriente de

minoritarios en x = 0.5 pm.
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p [cm™]

p(x) = p, + Ap(x);|Ap(x) = 10 cm™ exp(-x / 0.5 pm).
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N, =3x10"* cm‘3;‘L = 10 pym

p, = 3.3 x 10° cm?; Ap(x) = 10" cm™ exp(

-x /0.5 pm)
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Relacién de Einstein
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¢Cual es la constante de difusion?
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Total impurity concentration (atoms cm™)
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Calculos finales

0 p(x)

P Ox

J,=—qD

g=1.6x10""C
D,=10.36 cm’/s

op 10°cm™

0x  05%x10 ‘cm

——=— exp

X

0.5x10 *cm
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J,=1.6x107°C 10.36cm’/s
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